
Fig.1 Appearance of the fabricated device 

on Lithium Niobate substrate. 
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背景：マイクロ波力学インダクタンス検出器(Microwave Kinetic Inductance Detector:MKID)[1]は，

作製が比較的容易であり，周波数領域における多重読み取りが可能なことから大規模アレイ化に

適した超伝導検出器である．シリコンやサファイア(Al2O3)といった誘電体基板上に超伝導体材料

を堆積させた構造であり，マイクロ波帯の読み出し線と共振器で構成される．入射したエネルギ

ー量子によるクーパー対の解離を力学インダクタンスの変化，すなわちマイクロ波信号の透過特

性の変化として検出する．暗黒物質探索の素粒子実験等に向けて基板吸収型の超伝導検出器が提

案されており，これは基板に入射した粒子線や電磁波によって生成されたフォノンを，超伝導体

で検出してエネルギーを測定する．先行研究[2]では，基板部材に Z カットのニオブ酸リチウム

(LiNbO3:LN)を使用した基板吸収型超伝導トンネル接合素子において，フォノンの電極吸収イベン

ト波高値が従来の Al2O3基板と比較して約 2 倍となった．そこで本研究では，フォノン収集効率

の向上が見込める LN 基板を MKID へ応用することを目的とした．LN 基板上への MKID 作製技

術の研究開発と作製したMKIDの特性評価を実施した． 

実験：本研究では，(株)オキサイドから購入した Zカ

ットストイキオ LN(Stoichiometric LN:SLN，□10 mm×

500 μmt)基板を使用した．DCマグネトロンスパッタリ

ングによって超伝導体材料 Nbを堆積させ，マスクレス

露光装置によるマスクデザインのパターニングを行っ

た．MKIDの伝送線路構造はマイクロストリップ型とし

て，読み出し線に 3つの λ/2共振器を容量結合させてい

る(Fig.1)．LHe を充填したオープンデュワー(4.2 K)や
3He/4He 希釈冷凍機(~150 mK)に作製した MKID を搭載

して冷却し，ベクトルネットワークアナライザを用い

てマイクロ波の透過特性測定を行った．測定結果から，

超伝導体 Nbの λ/2共振器由来の共振ピークが確認され，LN基板MKIDの開発に向けた指針が得

られた．作製や特性評価結果の詳細については当日報告する． 
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